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На сегодняшний день одной из актуальных задач является получение ферро-магнитных полупроводников с повышенной температурой Кюри TC. Наибольшее значение TC = 185К достигнуто для эпитаксиальных слоев GaMnAs [1]. В разба-вленных магнитных полупроводниках TC определяется концентрацией носителей заряда и магнитных ионов [2]. В случае слоев GaMnAs дальнейшее увеличение TC затруднено вследствие невозможности одновременного увеличения концентрации дырок и ионов Mn, поскольку заметная растворимость Mn в GaAs может быть достигнута только при низких температурах роста (300°С), приводящих параллельно к увеличению плотности дефектов донорного типа и ограничению концентрации дырок. Для гетеровалентных гетероструктур (Al)GaAs:Be/ Zn(Mn)Se, состоящих из совершенной квантовой ямы GaAs/AlGaAs, нижний барьер которой модулированно легируется Be, а диффузия ионов Mn в КЯ предполагается из верхнего A2-Mn-B6 барьера [3], данная проблема отсутствует.
Данная работа посвящена исследованию электрических и структурных свойств гетеровалентных гетероструктур (Al)GaAs:Be/Zn(Mn)Se, необходимость которого обусловлена сложным дизайном структур, содержащих несколько каналов проводимости, а также непосредственной близостью гетеровалентного интерфейса (ГВИ) и КЯ GaAs, т.к. на электрические свойства КЯ могут оказывать влияние эффекты взаимодиффузии элементов. Гетеровалентные гетероструктуры (Al)GaAs:Be/Zn(Mn)Se были выращены методом МПЭ. Для разных образцов варьировался режим формирования ГВИ (реконструкция поверхности и способ инициации роста A2B6 части) и расстояние от ГВИ до КЯ GaAs. Диффузия элементов исследовалась с помощью вторичной ионной масс-спектрометрии. Электрические измерения проводились при температуре (4.2-300)К как на постоянном токе (измерения концентрации и подвижности дырок), так и на переменном токе (анализ годографов импеданса) при частотах до 1МГц.

Показано, что в полную проводимость исследованных гетеровалентных гетероструктур дают вклад два канала: проводимость по КЯ GaAs и барьерным слоям AlGaAs:Be. На проводимость по КЯ GaAs существенное влияние оказывают объемные заряды на интерфейсе GaAs/AlGaAs и ГВИ, что приводит к появлению емкостного вклада в проводимость. Исследована связь объемных зарядов на ГВИ с эффектами взаимодиффузии элементов, изучено влияние на них условий роста. Определен способ формирования ГВИ, позволяющий достичь существенного уменьшения релаксационных процессов, связанных с объемными зарядами на ГВИ.
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